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５ ＴＩ：lereflectivity and the transmissivity of Mn5Ni2Bi.　８６
　　film.






























































































































optical　memory　devices, such as ＭｎＢｉ１）‾７），　rare　earth-transition
































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－of the cluster　has an average　energy per atom of Ｅ ゛Ｑｖａ／Ｎ″
where　Ｑ　is the　electric ｃｈａｒｇｅ″Ｖ&　is　the　acceleration voltage,
Ｎ　is　the　cluster　size (number　of　atoms　in　ａ　cluster).　　By　con-
trolling ｖａ″ｉｔ　is　possible　to　provide each　atom with　an energy
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－high enough　for surface　diffusion (E ● １ eV)but　not　sufficient














































































































































and ｖａ ゜　４　ｋｖ（　Ｔｓ ＝　５５０°Ｃ　), respectively
42）
The　epitaxial





































































and　high　purity　graphite （　apparent　density　１．１ g/cm , ash　con-



































































（ｌｅ）　and　an　ionizatin voltage (V ) as　parameters.　　The　ion
current　工. was　measured　with only ａ aluminum plate (　４０ｍｍφ　）
and　there　are　some　overestimate　caused　by　the　secondary　elec-
















of　electrons　for ionization″Ｅｂ and ｖｂ are　the　mean　energy　and
the　mean velocity　of the　electrons　for　ionization, and　てｃ　is
the　lifetime　of　cluster　ions.　　Figure　3.10　shows　the　relation








































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ is　proportional　to V 1/^　while
工ｉ　of Bi　clusters　is　saturated　ａｂｏｖｅｖａ°　５　ｋｖ’・　The　spatial
distribution　of 工ｉ　at the　substrate　measured by　ａ　current　prove










trated　in　Figs. 3.12.　　工ｎ　Figs. 3.13 (a) and (b)/七he　deposi-
tion　rate　of　each material was　measured　at　the　positions　denoted
in　Fig. 3.12　taking ｖａ　゛１ｓ　゛１　parame七er.　　The　average(positions




































































c･(A*) 6.126 6j16 6.086 5.97 u.e
a･（〃） 4.290 4.286 A.3A IIB




6328 A* (deg.) 3.0 - 3.6 U - 1.6
47tMs (Gauss) 7200 5500
Coercivity(kOe) 0.75 - 2 ２－４
Field　to






















































































































































































































effect　are　shown　in　Fig. 4.6, from which　it was　found　that　the
large　scale　magnetic　domains　are　formed　at　comparatively　low
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using　the　absorption　coefficient　α　obtained　from Eq. (4.4) .　　At
6328　A　the　specific　Faraday　rotation　Ｆ　and　the　figure　of　merit































laser with the maximum power　５０ mW at　6328 A in wavelength (Kin-
mon　electric　Co.　Ｌｔｄ・, KLG-103), the　acoustooptical (A.O.) mod-
ｕ:Lator (工SOMET, 1201C-1), and　objective　lenses (numerical　aper-
ture　0.25　and　0.4) for　forcusing　七he　laser beam were　used　for
this　ｅχperiments.　　Figure　4.16　shows　the　laser　and　the modu-
lator, figure　4.17　the　forcussing　lens　and　the　film.
　　　　　The　films　used　in　this　experiment were　deposited with ｖａ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○゜ 0, thickness 1000 A, and　overcoated with ａ　SiO　layer　of　1000
Ｏ




















































































































ture　up　to　0.25, and with　the　access　time　１０ msec.　　The bright


























































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○as 79.5 ０ｅ applying ｈ＝ １０００ Ａ and ｄ ＝ ９　urn, as　shown　in　Ｆｉｇ・
















































Applying　ｈ ° 1000　A″４７ＴＭＳ°７°２　ｋｏｅ″and ｗ ° １°５　ultl　shown　in
Fig.　4.20　into　Eq.(4.8), the　spreading　field　could　be　estimated






plane　is　noted　as　g(x,y) and　that　at (5,Ti) coordinates　on　the













domain　as　shown　in　rig. 4.:L9, g{x,y) is　then　defined　as




















where Ａ ＝ ゛１２゛０２ｙ０２／１６°　　　Eq.(4.13)is　in　good　agreement with




the　ｐｅｌ°iod　in　Eq.(4°13) is　PXq, the　relation　between ｘｏ　and　こ０
























Faraday　rotation Ｆ of　the　film were obtained　to　be ３．５　×１０５　cm"
－78－
４






























































Fig. ５．２エntensity ratios (222)/(440) as ａ func-






tation was　investingated　by means　of　an　x-ray diffraction.　　　工ｎ


















mechanism of　the　film.　　工ｎ　fact, a MnNiBi　film prepared　by　the
vacuum deposition　shows　the　x-ray diffraction　pattern　of　two
















































































sorption　coefficient a　is　obtained, as　shown　in　Fig. 5.6.

























































































tetragona:Ｌ　sites, which　are　composed　with　Bi　ions, as　shown in
Fig.　5.8.　　　As　seen　in　this　figure.　”ｒａｂ”is　2.63A,　so　that　the
distance (r i^-2r) is　１。03A.　　　Consequently,　the　”Ｊｅ¨　becomes
slightly　positive　suggesting　that　the　bonding　between　two　magnetic
ions　is　very weak.　　The　interpretation mentioned　above　is
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of the GdFe film.
　　　　　　　(c)
The　depth　profile　of
































method 117) to　yield coherent　intensity　in electron　units″Jm （Ｓ）.
Following　after　Karle　＆　Karle　118)　together　with　ａ　convergence


























Ｇ（ｒ）＝　4Trr (p (r) - pO）




exp(-a sχ２ ＜- ０．１ (6.2)





























































（工ｅ･゛ ３．00 iiiA) at various　atomic　ratio　of　Gd　and Fe.　　The　peak
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lar　field, a　is　the　distance　of　spins, d　the　film　thickness, and
ｎ　is　the　resonance mode.　　工ｎ Fig. 6.8(c), the　FMR　spectrum of
Ｏ　°　９０°exhibits　three　resonance　peaks　denoted　as　１，２　and　３．
Judging　from　the　resonance　field.　七he　peaks　of　１， ２　and　３　corre-
spond to　0th, 3rd and　4th mode ｏｆべthe　spin-wave　resonance.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○respec七ively. Applying ａ ＝ ３．２ A(the　interatomic distance　of

































Table ６．１The values of Ｈ　， Ｋ，９ of Gd-Fe films













































































pure GdFe　film　and　the　Bi　doped (Bi　22.2　at.%) GdFe　film.








































GdFe　films,　FMR measurements were made　as　in　the　same way　of　the
previous　section.　　Figure　6.14　shows　the　internal　effective
field　Hg££ and the　peak　to　peak　value　of　absorption intensities












































































tion s七udy, the　value　of　G{r) at　ａ　larger　value　of　ｒ　than　３ ．２












where Ｒ ° ＭＦｅ／ＭＧｄ″g and ^Gd are g-factor and magnetization of
























leads　to　increase ＭＦｅand to decrease ＭＧｄ″which correspond to
the　results　of　x-ray　diffraction　study　in　which　Fe-Bi　pair
decreased　and　Gd-Bi　pair　increased　by　annealing。





























































































































shoulders　in G(r) corresponding with　the　change　from Fe-Bi　pairs
to　Gd-Bi　pairs　is　observed　by　annealing more　clearly　as　Bi　con-
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